La fonction de transfert (transmittance) d’un systéme peut être représenter par la relation suivante :
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Z1,Z2 représentent les zéros alors que p1,p2 sont les pôles du systéme.
La fonction de transfert est entièrement définie par le gain statique K, qui détermine un facteur d’échelle, l’ensemble de ses zéros  et de ses pôles. Pour décrire un système donné par sa fonction de transfert, on peut se contenter de reporter dans le plan complexe la position de ses zéros (symbole o) et de ses pôles (symbole x).


Toute capacité qui manoeuvre le circuit d'entrée-à-rendement pour rectifier des résultats dans un poteau pour le circuit
Théoriquement chaque noeud dans le circuit d'entrée-sortie présente un pole
Les poles dégradent la réponse à haute fréquence du circuit
N'importe quelle capacité qui apparaît dans le circuit d'entrée-à-rendement a comme conséquence un zéro pour le circuit
Les zéros augmentent la réponse à haute fréquence du circuit
Les zéros dégradent la réponse de basse fréquence du circuit
Les pôles de la fonction de transfert ont une influence déterminante sur le comportement du système : allure des transitoires, rapidité, stabilité ... On leur associe deux indicateurs dés que leur module est différent de zéro :

· L’amortissement réduit, (ou damping ratio) soit :               
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· la pulsation propre associée (ou natural frequency), soit : 
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Pour qu’un processus soit stable au sens EBSB, c’est à dire une entrée bornée en amplitude donne nécessairement une sortie bornée en amplitude, il faut et il suffit que tous les pôles de la fonction de transfert soient à partie réelle strictement négative. Il suffit d’un pôle 
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pour que la réponse indicielle diverge (entrée bornée donne sortie non bornée)

//////

Lorsque l'on considère les capacités parasites inhérentes au transistor, on constate que dans tous les cas, leur effet est de limiter le bon fonctionnement du transistor lorsque la fréquence de fonctionnement augmente. En effet, à fréquence faible, les capacités n'interviennent pas, alors qu'à fréquence infinie, elles deviendraient des court-circuits qui annihileraient complètement l'effet du transistor.

Cette limitation de fonctionnement se traduit par une "fréquence de coupure" fc sur le diagramme de Bode, dont la partie "gain" est représentée schématiquement ci-dessous.
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Lorsque l'on étudie le comportement petits signaux du transistor, en envisageant une capacité parasite à la fois (grille-source, drain-source ou grille-drain), on constate que les deux premières capacités induisent des effets similaires (fc du même ordre de grandeur), tandis que la troisième introduit une fréquence de coupure de l'ordre de M fois plus faible, où M est la gain du transistor.

Si ce gain est grand, c'est donc cette dernière capacité qui limite le plus fortement le gain lorsque la fréquence augmente (en fait elle court-circuite petit à petit le transistor entre son entrée –la grille- et sa sortie –le drain-).

Cet effet, appelé l'effet Miller, se rencontre de la même façon dans un amplificateur opérationnel. Il est utilisé de façon constructive lorsque l'on désire stabiliser un amplificateur inséré dans une boucle. La diminution de la fréquence de coupure permet en effet d'augmenter la marge de phase à une fréquence donnée, et donc d'augmenter la plage de fréquence dans laquelle la bouvle reste stable. Ceci se fait bien entendu au détriment du gain.
On nomme Effet Miller la variation de l'impédance d'entrée d'un amplificateur en fonction de son gain. En effet, lorsqu'on calcule l'impédance d'entrée de l'amplificateur, on constate que l'impédance entre l'entrée de l'amplificateur et sa sortie apparaît multipliée par (Av + 1), Av étant le gain de l'amplificateur.

Cet effet explique entre autres l'augmentation de la capacité d'entrée d'un étage amplificateur inverseur due à la capacité base-collecteur (dans le cas d'un transistor bipolaire), grille-drain (pour un transistor à effet de champ) ou grille-anode (pour un tube à vide).

La capacité d'entrée vaut Cem + (Av + 1).Ces où Cem est la capacité entre la broche d'entrée (base ou grille) et la masse ; Ces est la capacité entre la broche d'entrée et la broche de sortie (collecteur, drain ou anode).

Différentes techniques permettent de réduire l'effet de cette capacité bc, gd ou ga:

le neutrodynage;

le montage amplificateur base commune (ou grille commune);

le montage cascode.
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